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1. Considere a montagem da figura, cujo AmpOp tem Iz =1 pA, Ips= 100 nA,

a)

b)

Vos=1mVeAd;—>oeR,;—> .

10k
Calcule o ganho, para sinal, e indique o desvio maximo na saida, devido l“ 0

aVos, I € Ips.

Para compensar o efeito de I; deve colocar uma resisténcia R=R,//R,, v
em série com a fonte de sinal. Justifique e calcule, nesse caso, o0 novo s
valor do desvio na saida.

2. Nos circuitos ao lado representados admita que os diodos em condugéo directa tém V,=0,7V e que o
zenertem V=5V, r;=20Q e [,x=0,2 mA.

a)

b)

Supondo que alimenta o circuito da ’ 3K3 Vo v 3K3 Vo
fig.1. com uma tensdo sinusoidal de . ’ o . ’ , o
amplitude 10V, determine qual o valor W W
médio da tensdo na saida e a IOOMF —1 6k8 IOOMF — 6k8

respectiva ondulagao residual.

Suponha agora que intercala um zener
com as caracteristicas indicadas, como fig. 1 fig. 2
na fig. 2. Volte a calcular qual o valor

médio da tensdo na saida e a respectiva ondulagao residual.

3. No circuito seguinte, considere =100, K=0,5mA/V?, V,=-1V e 10V

V,— o para ambos os ftransistores. (Recorde que na regido de
saturagdo do MOSFET, neste caso de deplecdo, ip =K (vgs- Vi)* e

2,22 (K1) e que para o BJT g,=1/r.=Ic/V;=pB/r, com R
Vr=25mV a temperatura ambiente.). Vg !
Yo

Calcule as correntes e tensdes continuas no circuito. I:
Calcule o ganho em tensao para sinal 4,=v,/v,, R; € R,. (Se nédo 1M 7k5
calculou as correntes I- e Ip, suponha, para efeito do calculo dos
pardmetros dos transistores, nesta e na proxima alinea, a -1V
[C = ID =2 mA)

d)

4. Considere o seguinte circuito amplificador cujos
transistores tém £=200.

a)

b)

Suponha agora que coloca um condensador de elevada capacidade em paralelo com R; e que para 0s
dois transistores ¥, =50 V. Calcule os novos valores de 4,, R; € R,e comente as alteracdes verificadas.

Explique, sumariamente, a constituicdo e funcionamento de um MOSFET de deplec¢éo, ndo esquecendo
de mencionar 0 que é e como se caracteriza a tensdo de estrangulamento ("pinch-off") e as zonas de
funcionamento tipo triodo e de saturagéo.

0
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Desprezando as correntes de base e com as
duas entradas ligadas & massa, determine o
valor das correntes em todos os transistores.
Admita que o multiplicador de Ve (Tg + 4k9 +
7k5) assegura uma tensao de 1,15V entre as
bases de T, e Ts, 0 que garante, para estes,

uma corrente de repouso de cerca de 100 pA. 10Kk

Calcule o ganho diferencial v,/ (v, -v;), para
sinais. Recorde que o multiplicador de Vz; tem
uma resisténcia muito baixa vista dos seus
terminais, e que o par seguidor (T, + Ts5) se
comporta, para sinais, como se se tratasse de um simples seguidor de emissor.
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